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v UkA DISPCSLGLON DE LLEULRODOS SEMICOWDUULORES

Bi taVeutso se reflere & un sistens dé electrodos seni-

electrodos fovouon-

coundacbones, 1O

Suetor €8 eil e wuvolvence elgieoate, prefensntensunts il Ws

envoivents de vidrio, que biene uue aberturs oblurads nor me=
5] dio e une sugbencio sinbeuica, preferaatemente en csociecidn

ol an. eugrmo de rellzno, y un cusrpo senleondustor o Lobocou~

ducbor, TEBLEGLLVGASNtE @i wie nase Gé vellsao vissoso, Il Lo-

. I SN iy e, gy e i » VAR . I
g un wésodo pariticaloernente cdeouado

2o e e v - AV r e el i
Vit O BY L oind e &l T

pore febricer btoles sistemes de eleobrodos ocon uud envoivenbe

Lo alglante,



Dicha tdcuica de fabricacidn de envolventes, en La ousl
la envolvente consiste en una sustancia sintévice aislanbe, ©
en un vidrio, wuaede emplearse, entre otras soses, psra trau-

sistores y diodos y he sido ampliamente empleada para celulas

(a1

fotoeldotricas, en las cuales la radiacidn a detectar puede

penebrar en ¢l sistena fobosensible por via de una pared de

vidrio., Puesbo cue ¢l sisbema semiconductor activo tieme una
vesistenoela bajs a las temperabures sitas, mientras que con
mires a Bu uso es deseable una envolveale de tamafio miniwo,

1o que frecusntemente armonize con el tamafio y le forma del ouerpo
semiconductor, =e sustituye un cierre obtenido por fusibn a
temperaturas albas por un clerre obteunido por medio de una
sustanoia sintética endurecible, por ejemplo una resina epé-
xidica. Ta mdsa viscosa, La ousl puede consistir en un polf=-

15 mero orgdnico de siliceco sirve entre otras cosas para prote-
cer al cuerpo seéuniconductor y puede contener, ademds, sustan-
cies tales ocowo agentes seceutes, log cuales mejoran la estabi-
lidad de las propiedades eléctricas.

Ty la fabricucidn corrvientenente emplesda para belies

&0 dispositivos ssaleconducbores con une envolventbe sislonte, se

llena primers L& euvolvente, de la meaera sorriente con ta ma-

i

[0

ga viscose hssta Lz sbherbure y se deslize el cuerpe samiconn-
duebor dentyo de la masa viscoss, despuds de 1o sual, la paxte
resbaite, todavia veelea, de la aberbtura, se llena de la sustan~

24 cia siubtetica endurecible, mienbras qae dursute la operccidn
da rellewo Lo mégs visoose sirve de substrato pare ls custan-
cia sintshice sndurecible, Se he propussto eviter la fraslura
cue ocurre particulvruente a bajes btenperaturas, por ejenplo

g =200 ¢ an e sibio del clerre debido & la diferencis de los

90 coefivcientes de diletonidn de La emvolvente y de lc euebanoia
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sintetica, sunieando ua cuerno ds relleno en le

fotalments o ea parte la dilatacidir de la sosteoncia

sindtetica, & este fin el ouerpo de relleno se cocloca durante
la operscidn de relleno sobre la mase viscosa, y el espacio
aque queda enhre el ocuerpo de rellenc y la pared de la eunvol-
vente ge llena cou la sustancia sintetica enduresedora,

Aungue Los digvositivos sexziconduvatores con la snvol-
vente agislante tsl fabricada son adecusdos para su enplec des-
de 10¢ ¢ hsste DO% O y los dispositivos semiconductores que
corprenden un ouefpo de rellens son, en general, adecuados
para una zona de temperaturs entre por ejemplo -302 y 1508 C,
hgy otros uzos en los cuales ocurre una grsan disip@aiéﬂ de ca=

P ?

Lor de 2cdo que pasden ocurrir teuperclburss de hagba por ejean-
rho LOOR §, & les guules puede courrir repetidamente la frac-
tura éa'iv epvolvente,

BL iluaviasto tisme por objeto, endvre obtrus coses, orall
prna medide sencl.ls adecusda para La produceidn en masa, por
medio de li ouszl se evita la fracturva e la c¢itads zoma de al-
ts bemperstura, y i cusl pueden si se deses, combinarse de
mansra seuclillsa acown el use propuesto, anbtes eitado, de uu cuer-

vo de relleno,

)

Bl luvesntc se bas reconoeinisnto de

el e

gue & las teuperatures alias le roltura se debe particalarnente

(G

2 -z 2 T s y gy o H - “ P ~ 3
a la dilateoidy resaliente de la masa visccesa, la ougsl, en &l

aéteds de obtarecidn conoeido, no tiene espzcio dispenible pa-

segdn ei invento el espoeio dentro del oisvre de sustons
eig sinbseiioe y de la envolveanbte exn un dispositivo semioosndic-
tor, 4at bicas unc envolveabe sislante de la estracbura aubes

-

degerite, se rlene de la masa viscesa & excepcidn de un recinbo
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de daletacidy jlens de ypag, el cusl es preferentenente peque-

Bo oo respecto «l espaclo disponidle, cuyo weeinto estd se-

gaperficie activa del cuerpo ged eonduotor.
3¢ & syeriguado gue usando ssba medids puede evitarse
la fractura = temweraturas altas, de por ejemplo, amste LOONC,
Se prefiere hacer il reointo de expeusida pequello cou respeé~
o @l espacic total disposible para el rellewo con ls wasa
viscoss, por ejesplo menor de un tereio o, preferentenente
menor de wi guinto del mismo, puesto que en este casgo es me-
nos probable que el gas eu el recinto de ailztacidn se espar-
za ea grado perturbedor sobre la mesa visocosa, mientras que
al wismo tiempo puede obbtenerse ung estructure eficaz de ba-
mafio peguefio. El temailo minimo necesario del recinto de dila-
tacidn pueGe hallarse siuplemente por cdloulo o experimento.
Il invento es particularmente importante para disposi-
tivos senicondictores, el tanafio y foruna de cuya envolvente
arwonizan con al tamefio y forms del sistema semiconductor con
im @xoeﬁcién de un espacio laterwedio relleno de la msse vis-
gosa, congiderandose que el sistema es el cuerpo semiconductor
con las piezus asociedas tales como las placas de enfriamien-
to de log souductores de alimentazoidu, placas de apoyo y si-
milares, Dichias envolventes tieuen, debide a su forma poca
resistencis ¢ esfuerzos altos, Se obtienen resultados parti-
culermente satisfactorios, con disposibivos semiocondustores,
en pertionlar foloresistencias dispuestss en uns envolvente
Ge vidrio en forwme de un ftubo planc, ablerto al menos por un
sxbreno que aloja con cierto grado de holgurs un cuerpo Semi-
condaostor en forme de plaoca. Si al mismo tiempo s& ewplea un
cuerpo de relleno compensador, puede obtenerse un dispositive

senmiconductor, que Liene uns alta resisteneia a La fracitura
o~ ey P < 5
It 2 Y
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ob wae zopna Qe temperatura srende, por ejemplo desde -4CR a
100¢g,

o el recinto de dilatacidn de la superficie

jo)

Seps el
gative del cuevne seanlconductor, este saperficie, ie cual
63 sensible & Los gases, a ld aumedsd y siuilaves, esté
probegide convra las influenciss relacionadasAccu le uwase
viscosa, e 000 cue puede obltenerse uwia esbabilided eficasz
de lzs propiedades electricas., Por superficie activa ha de
enbenderce en osba ilemoria, ocomo es corrienbe, aguella parte
de la swerficie del semiconductor o del fobtooconductor que
exnibe, al ser afectada por los zases del amblente, por ejem-
plo vapor de agu&, una'variacién de las propiedades eléotricas
por ejewmplo, @ W& fotoresistencia, la superficie entre los
electrodos, o en una transistor o diodo las proximidades de
una unidn pa.

L recinto de dilatacién puede obbtenerse de manera di=
ferentes. Ln uus realizscidn senoiile y eficiente el recinto
de expansibu estd Pformado por un cuerpo cerrasdo, rellenoc de
ges compresible, por ejemplo un tubo de una susbancia sinté-
tics elédstica que‘esté gerrvado heymeticamente en aubos sxtre-
mos, Este cueipo compresible, relleno de gas, estd empotrado
en 18 tcss viseosa y coustituye asi wi eojin o emorbiguador
sapez d¢ resistir diferencias de presiln.

En uwaa reeliusoeidn adioional el recinto de diletacidn
estd foruedo por wi tubo ipcompresible, ablerto por ambos

i
2

xLTenos, por ejemplo, de vidrio, el cual se dispone, cusudo
ge introduce la masa viseosa por medio de fuerza cenbtrifuga,
pref@ramtememte en La direccidn de movimiento a fin de evitar
gue el ¢ae seu expulsedo dursute el procedimiento de centri-

fugacl 6i.
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Il recinto de expansién puede ester formado, al wenos
nareielments, por una perle veliens de gas (el espaclo que

"

estd e conbeobo Mirecbo con la mese viscoss y preferentenan-
te Juabto al lugsyr de obburasidn. En une reslizacién preferida
adiclonal del iuvento pueden obbtenerse el ocierre y dicho ye=
cinbo de diletacidn de une mauers particulaiments sencilla
asendo un ndtodo en el cusl se inbroducen inicislmente la ma-
ga visZcosa y el ouerpo semiconducltor con sus plezas asocia-
das, dentro G¢e la envolvente bajo una presidn reletivamente
ligera sobie la wnasa viseosa, por ejemplo por centrifugscidn
g una velocliad reluotivamente lente, después de lo cual se
obbtiene lz objurccidn del espeaio todavia vacio ocerca de
1z absarburs introduciendo una sustancia sintétice endurecible
por coleds dembro de le aberbure, si se desea en widdn con
un euerpo de rellenc, dejaudose subsiguientemente & la subs-
fancis siuntética que se endurezea, y ejerciendo una presidn
eficzz, reictivamsnbte grande, obbenida por Gentrifugaoidn
a wig veloeidod més alta y/o duruate mds tiempo, transfirien-
dose el s&s ocoiuido en la masse, inbrodueide por presidn lige-
ra, @ uue perie de la envolvente separado de la superficie
aobiva, nreferenbemsnte cerca del cierrve, de molo ¢ue se
forma uns ociusidu ds ges cue sirve de recinto de dilataocién.
Tes reclizaciones de un recinto de dilatacidn ante-
ioroente descritas pueden, sl se dessea, counbinarse con &l
uso de wi cierpo de rellieno que tiene un efecto compensador
total o percial eun la zona del cierre, Bo uua posible reali-
zacidy adicionel del invenbo se combine wn cueipo de relleno
con un recinbo de dilatacidn de una manera periicularmente
gevieilla y eficex, proveyendc a la eberturs, en la zona de'

obturaciba, edemés Ge con la suatanciu sintética, de un

e 282324
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cuerpo de rellao que tiele uua cavidad en la suwerficie fren-
te & la masa viscosa, formando esta cavidad al menos parcial -
gmente el resiubto de dilatacidn. Durante €l procedimianto de
obturacids ei ocueipo Ge rellemo puede disponerse sencillamen-
be con el vowde Je le cavidad sobre la masa viscoss, llenando-
se el espacio resbtante entre la envolvente y el cuerpo de ve-
lleiic por une cusbanclsa sintética endurecible, la cual. no pue-
de penebrai dentro de la cavidad, 8i seg desea, esﬁa regliza-
cibn nuede combinarse con el wmdtodo antes descrito.

Dabe nobtarse gque &8 couoeido por si mismo, en los dis-
nositivos pemiconductores que btienen una envolvente de vidrio

en formeé de ampolle y que bienen un clerre obtenido & uua tem~

=

perature alts, ilenar la ampolla solo parcialmente, es decir
a excepeidu de uua parbe contigus a la zona de obturacidn,
cosn une mase viscoss termicawmente condustors, Sin embargo,
esbe reilenc parciel se empléa por razones totalmente diferen=-
tes uo relacionadas gon Las sustencias sintéticas ocon cierves
fundidos, ez deeir para evibal que las altes tempersturas pe-
aobren en el sisbtemns semiconductor durante la operacidn de
obturacidn, Ademds, cou cierres de susbtancies sintéticas las
conCicionss sou justamente btales yue, duraute la operacién

Ce reliexnoc, el clerre se obtiene directamente sobre la masa
viscosa o sobre ung capa de soporte, si la hay.

El iavento y en merbticuler las rewlizaciones del mige-
mo se desceribirdh shora méds completamente con ieferencie & unaes
cusubes flguras y ejemplo.

Tag figures L y 2 son vistas en seceidn longitudinal
de dog realizacliones diferentes de una eélqla de Totoresis-
bencia denbtro de una envolvente de vidrio segdn el inveubo y

las figuras 9 y 4 son vistas en secciln btrausversal de las

282324
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célulus mosbrades en les figuras 1 y 2,

n

5

{r

s Piguraes Sa, Bb y Do mussbran diagrandticanente
tres fases consecutlvas de Ll Tfabricacidn por un método segdn
gl inventce. : .

Los Figavss 6 y 7 muestren dos realizaciones adiciona-
les de una célula de foboresistencis segin el iuvento en vis-
tas eu ssccidn Llongitaudinal,

La envolvenbe de la celula de fotoresintenciea mostrada
en la vista en secceiln longl tudinal de la figura 1 y en la
visba en seceiln brausversal de la Ffigura & estd formada por
ug tubo de. vidrio plemo 1, abisrto por el extrezno infervior,
cuyes dimensionss externas son aproximademente 18,5 mms x 9
s x & nms,. lste tubo de widrio 1 contieune, con alguna hol-

gurae intercedis sutre ol inverior y la peared, un cusrpo & de

Hy

otoresisbenclia, en le forma de placa, de dimeusiones aproxi-

=

danenbe de llnms x £°6 mas x 1 mm, Les divensiones inbternas

<deL Gube plawo L sou aproximadamente 17,0mas x 7,8 mms x 1,8

im, ©i guewpo & de ia fotoresisbeucia pusde consistir en
0ds3, ¢l cusl liay epiicados, ea uwn iado, dos sistenss & y 4
de Llineas de slectrodos enbrelazados, & wu Jjuego de lineas
de¢ electrodos 4, & el lado inferior de la place 2, estd oo-

sdo nn condactor de nfguel & de alimentacidu, poT via de

arre B, gue agarrc localmente en deriedor del
cuernt 2 de la feloresistencis, mieatras que al otro Juego

de lineas de siecirodos 3 estd comsctado un conductor de
aliuentaecidn 8, en el lado saperlor, por via de un cuerpo de
sgarie 7 sinller, sostenido desde la pered superior de vidrio
euyo condaebor 8 es Llevedo el exbericr en el lade inferiop

gerce de le eberbtare, sobrs el ledo posterior del cusino 2

o
de la fotoresiviencia, de la cual esbd eisiado eléetriciuwente

. A .
) [
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vor medio de una vlaca de mica (que uno se musstra),
Bl ciexrre estd formado por wun cuseryo dé relleno 9,
en forma de virilla, cue armomiza con la formsz de la aber-

tura, y por waa sustancia sintética endurecida 10 que ocupa

el de la aberture y que establece el cie-

rre, Le susbencia sintdtics 10 puede consisbtir an lo resina
epdzidice corriente, que se eaduarecs en el estedo frio ¥ que
blene wa coeficiante de dilatacidn de aproximadamente & 003
-7, m oueryo de relieno 9, 1L cueal compensge parcielaente
ie diletacids ¢e le sustancia sintédstice y el cuel ey panbi-
eularmente favorezble a tempersturas bajas, pueds consistir

én La aiswa clese de vidrio con sustancislmente al mismo ooe-
ficiznte de dilabtacidn cue el vidrio de la eanvolvente (apro-

the 97.1077), siendo las dimensiones de, por ejemplo

xidan
S omms, x 6’5 mms x Lo,

EL &3§acio rodeado por el oclerye 10 de la sustancia
sintétion y vor el cuerpo de relleso 9, por uua parte, y
por La suvolvente por otra parbe, vy dispouible mds alld del
cuerno £ de la fotoresisteuncie, ebm las piezas acociadas,
estd lleno de wpa mes: viscose 11, por ejemplo, de un polf-
mere orgénico de sfliceco, s8i se desea con un conbenido de

./ 5 N - e | s 4
agcutbes pecaites, @ excepcion de un reointo de dilatacidn

olo alre 0 un ges inerte, por

LZ, lieno de un gas, por eje
ejemplo argdn estendo este vecinto combiguo al cierre., La
capacidad Ael wecinto de dlletacidn s pequells con respes-
bo al espacio Lleno de la mesa viscosa LL, pero es suflcieu-
tenenle greuss wara eviter la fractura de la savolventbe L
Gebido & 1s dilasacidu de ia mesa viscosa ll, La capacidad

-

puede ser de 10 mn®, S¢ averigué que uie célula de fobore-

v

sistente ss{ scabada resistia ia rotura y que exe suficlen-

.
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temenbe esteble eléotricamente después de un eusayo prolon=-
selo en ol cuzl se expuso esbe céiule a fluctuaciones de
teuperciure de desde =408 a + 10080,

Tes figuvas &Y 3pmu@stran“un& oélule de fotoresis-
terncio adicional gue incorpora el lnvento. Esta reslizacidn
difiere en sa estructura de la figure 1 sclo con respecto
a la forms del cuergo de relleno y del recinto de diléta~
oidin. Les piezas adicionales gque corresponden a las de la
figora 1 estéu designadas por los mismos ndmeros de referen-
cia, Da diletacidn estd formada agui por una cavidad 12 lle-
ua de gas ed el cuerpo de relleno iﬁ, es decir, en la cara
opuesta & la masa viscosa 11; Tal realizascién es ﬁarticular-
mente adecusda pava las oblulas que tienen, por Lo demds,
la miesme forma cue la gue se wuestra en la figura 1, siendo
lag dinensiones del cuerpo de relleno tean grandes que durean-
te el moldso del cuerpo de relleno puede ahorarse une capa-
ecidad suficisnbemente grande. Com wun cuerpo de relleno gue
teuga una seceidbn de L1 mms x £ mos, adecuado para su uso
en uns abertara de 13 mam, x & b puede oblensrse un rebajp
de aproximadamnsnite 26 ﬁm3 de uﬁa manera sencilla durante el
prensado, proporeionando, trausversalmente a la direceifn -
longitudinel de ls verills, une cavidad que tenga un radio
de 1 ma por toda su longitud a excepcidén de un borde de 1
mn ¢ los extrenos. Bn obtros casos, en los cuales el reoin-
to de dilabacidn, on conjunto, podria disponerse en el cuer=
po de reiisuo solo coin dificultades excesivas, pueds sin em=
bargo usarse eficczmente una cevidad en €l cuerpo de relleno
disponiendo de &l meuos parte del xecinto de dilatacidn en
al cusrpo de wvellsuo, por ejenplo a fin de fijar parte de

este wecinto de dilatesoidn, el cual podife ademds formarse

4
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de menera diferente, por ejemplo como £e ilustrs en 1o figu-
rs L, ‘

Durente el procedimiciito de obturacidn, despuds de la
introduscidn de ls mesa viscosa L1, y del cuerpo de resisten-

ci& Z con leg piezas asoviadas, el cuerpo de relieno 1% se dis-

pone de wie menera sencills, con la cavidad 14 orienteda ha~

cle la mase viscosa 1l, sobre la masa viscosa, Gespués de lo
cual se llena por aolado el espacio restante 10 ccn le sus-
tancia sintétice endarecible, mientrss que el borde del cuer-
po de relleno 1& en derredor de la cavidad 12 se apoya, en
toda eu circunferencis, sobre la masa viscoss subyscente,
11, de modo cue se evita que la sustancia sintética endureci-
ble penetre dentro de la cavidad 12;

A esve fin (vease ls figuwa Ha) la envolvante 1 de la

D

figura 1, le caal estd todavia vesfa, se dispone en wie nd-

quina centri{fuga 20, la cual estd destinada a glr T en derre-

dor, del arbol 21, Ie envolvente 1 se manbiene en un portador
sdecusdo 22, con la aberturs frente al drbol 21, L1 poftador

22 comnrende uma cavidsd 23, lLlena de une cantidad dosificada

ds .rase orgduiesn de¢ silicio, le ousl comunice por via de un

nal 24, con la abartura de la envolvente 1, Desyués de apro-

(s35

(‘g

simodamente diez winutos de centrifusacidn a wna velocidad de
amas 2000 zevolueionss por minube, siende la distencis estlre
gl borde superior de la envolvenbe y el Arbol unos 13 cums.

1 PRt

e grasea

lena ligeramente wenos de la mitad de la envol=-

]
£

vente L, S¢ gaits autonoces Lo envolvente del portador ZZ y e
degliga al eusrpo 2 de fm%&wesist@h@ia (eon los counducbores
Je slimentecidén 6 y 8 y los cuerpos de agarre 7 ¥ 8 unidos

al wlene), dentro de lg envolvente 1 haﬁta ane el lado supe-

»ior dei cuerpo de foltoresistencie 2 togque la grasa 25 (ease

o . - .
Y et 3

v
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la flgura Yb), Por ceutrifugacién econ el mimmo némerc de revo-
lucioass lursnte aproximadancute cineo minutos a la misma dige-
tencia desde el drbol , sl cusrpo fotoresistente & con las par-
tes amocizdes se desliza dentryo de la euvolvente 1 y eo rodea-

a 11 en la meuers ilustrads en las filgares 1

[~

do por
8. La veloeidod y periodo de centrifugecidén se oscogen de

- !

al molo goe la gresa conbenga oclusiones de aire, llenando

<

la envolvents solo percialmente durente el primer procediuien-~

o de ceutrifugeeidn y eapobrauds el sistema semicondustor por
centrifugacida en la masa viecoss Se asegura gue le masa VIBGO=
ga no Llegue el ocierre, donde podrfa tener un efecto pertur=
bador sobyre lLa edherencia, Se dispone eanbonces el ocuerpo de

elleio v sobre la grasa 11 {lo cual se verd en la figura Ho)
y el esracio vestente L0 entre el cusrpo de relleno 9 y la
eivolvente se¢ llesne de una resiua epoxidica 10, de endureci-
mieubo en frio, con un reblandecedor, EL cuerpo de relleno 9
¥y le resipa epoxidicz 10 son sostenidos Jirectamente desde el

g del endursecinient o de Lz resina

=

elleno de grasa L1, Despu

BN

epoxidica 10 se vuelve a introduceir la celula de fotoresisten-
cis en wne méguine centrifuga a fin de expulsar, por centri-
fugacidn & ung velocidad mds alte (figure Be), les oclusiones

-
3

. en lo mass viscoss 11 hacia la zona de obburacidn, de

i)

SRR

s

modo que s¢ foias un recinto de dilataeidn 12 de la clase mos-
trada en is figura 1. A& este fin se hoce uso de una méquins
cenbrifugadora zd que tiene un didmetro de tambor de aproxime-
do-ente 50 cms., de modo cue € borde sup erior de la célula de
fotoresiszbancie estéd a uua distanoia de aproxdimedamentie 25 cm,
desde al arbol, i trateniento durs uwwos 20 minutos y se e&je~
cata & aproxinadamente 3000 vavolueiones por minuto, Asf,

=1

se ohticue uus célula de fotoresislencia de la estructura mos-

i
b
o

i
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breda en ha figwra i, Serd evideuts, sin ninganz explicecidn
adiolonsl, que cou cste wétodo pusde baabiéu explesrse con éxi-
te uy cuerpo Gé velleno de le Ffowwa mosbrade eu le figurs 3,

&e mempers que bajo, de otro modo, las mismas condioibnes, se
obtiene una realizacidn la cual es una combinacidn de la mos-
brads ec las figuras 1 y 8, puesto que el recinto de dilata-
cidn estd situsdo en parbte en la cavidad del cuerpo de relleno

v en perbe eneima del cuerpo de relleno,

iguras 6 y 7 muestran dos realigzaciones adiciona-

s

Tes
les de une oélula de foboresistenocia segdn el invento. La reg-
lizzeidn montrads en la figurs 6 difiere de la mostrada en
le figura 1 en que ia mzsa viscosa 11 estd junto al cierre
{9,10) y en cue se forma el recinto de dilatacidn empotraindo
arn Le mase viscosa Ll uan ouerpo oomﬁresible, ceryado 30 por
ejenplo, au btubo cerrado 80 de una sustancia sintétics elés-
tica, que conbiene un relleno de gas &1,

Ta vealizacidn mostrada on la flgura 7 difiere solo de
la mostreda sn la figura 6, en gue en lugar de un euerpo ce-
rrado compresible, 50 se use un tubo de vidrio &5, abierto

sor ambos exbtremos, con wa relleno de gas 46, ouyo tubo tooca
el ludo superior de la envolvente., Disponiendo el tubo &5 oon
su eje longitudingl en la direceidn de movimiento durante el
nrocediaizinto de centrifugacidn, se¢ evita que el aire sea

£, puesto cue durante el procediwmiento
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expalsado del
Ce centrifusscidn la grasa ejerce le misme presidn en ambos
ez brelos,

Debe notarse finalmente gque el invento no estd, por
sunuesbo, restringido a lag r&a@izaciones anteriormente des=-
critus y oue denbro del sicence del invento son posibles varlas

modificaciones, Bi invento pusde, powr ejemnlo, eplicarse tam-



(@]

1o

w0

R

bisg & digposibivos seuiconducbores cue bremen anvoiventes

J o

de formus dalcwestes, obluradsas coin ulig 8ust%uclg sinteuica,

A

Si el us0 U0 nmes Neceserio wi cusxrpo de rellieno pueds

(U3

0:

w
1

7 S e e .’ - T . N P Ko oo piam Toa e ” oy o ey b
oindirse de. diliwo. Fuede obbeunerse tambien un recinbo dJde

3

., / e e K P P . o SR
diiatac.bu gunbo &l oierve de L& ciese mostrads eu la Ligom
ra L, proveyeudo ain caexpo de apoyo, subsiguienbensabe a la

-

Y 4 s . . S R . "
innrefuccrOa d¢ la mast VisScosu ¥ dei GUerno SeudC ol

ery

[od

Vs v S . e et g g e S cidea e e e e A
gen las HLEELS sECALaULS, & deteraineds distencis cuclrue de

Lo megi Viseoss, ouwo cucipo de apoyo arvwonize conn la forma

ls wberturs, colocsudose la sustoncia sintetics sobre di-

Le prescube solicitud ¢ue corresponde a la presenba-
™ P - b G T o & gy oy s an “ e B ™ .,.‘. g
do eid Rolende el 1o de Lovienbre de L.J€L, Q0on €x nuuero
S7L.85E, s acoge & 103 beueficeios del articalo &1 del vi-

gesite mgtabuvo sobre Propleded Indusbzial,

N o T A

. . 5 s 4 B s i . . X -,
Dog puntos de lovenclOn prople §y nueva gue s¢ prosén-

tan pers soe gesu objebo de esba solicituld de rabenie de Lo~

X
»

venoi Ou il Wspeite por VEIWLE aiios, sou los siguieube
i8¢, ~ Uua disposicidu de ciscbrodos (o wi dispositlive se-

aieondicbor, vor egeumplo un sistems de electrodos de wi dis=

bemeiibe wae suvolveuts d¢ videio con una aberiursa obburada

por medio Je ule susbiuela sintetlca, preferentsuente en

wnidin con wi cuerpo de relieuo y 60on ul cu&érpo sSemicondao-

4

so Pobocondustor empobrados respeclivanents e una

wesa vicoose, carecberiauda porque el espaclio disponible den-

P 07204

- 14 =



re

50

sint

(b

Cl

tica y de la

cuald a3 vreferentensnte

2

oilible, cuyo recinte de dilute-

3¢ L& superficie aclbiva del ouerpo

R
hr ol il

2

sicibn segln se reivindiocs e es puubo i,

resible, lleuo

£ 2 o oo g 4 - . v e
abo dg CAPLIILL 0y o L 8-

punto i,
201 ambos

cupobra-

parte llena de ges del espaclio inberna-

noes eu parbe, &0

mente dispounibae, i gonbeoto divecsto evn la

nn3a ViSuosd ¥y egia

vwivindica en el puabo 4,

obtarueibiu cou=

le absrturs eu la zoac

Teo e o@ge et gy
G L SUS vl Gy Slidv

~
o
LS
o
i

G LB,y Lk

z
: AT
i:i.v'. e G0 G Gl Ul .

—_— & N [ S, -
LTeIVaul 138 wii

DO buneso § w@




wubx/,

lo

Tooberizada gomiue Lo @uUVOLVELtE

goierto a

PARGA G, 8

semicocnducbor au

N el . .
iheno de la wesa

DoLame,

B e exbtreso y el

ticue 1o forme de uw tabo

cual

con elertbo

=
(e

i~
.

1
ool
T
h
ot
{0
o
23
el
(@3
i
On
=
=
fa)
G
il
Fo
@
Cr
o
ot}
<
o
T
[e]

@
@
b
]
(6]

2
.

re.ur

gue s& han escecl ficado,

By b T i e e
LighE LElaoidt

sonsty de diecigeils

aquina poxr wins sola

Gai'a,

bigduid,

que auntecede,

pera Los finss
P

né-

hojes escritas a

13 FER 1963




ESCALA VARIABLE

7 Y PRILPSCLORILAPEUaRE Gy
i 3 N AT NN (. \\ i
N W
N L N \ \ \
\\(‘ F \\\\ \1”\ N .\' \ {
N I NN . >\\ |
N N RS !
N 4 A |
\Q\ LU R \ \ ;
NN N
N & !
R Y 2 |
N N
) i L SR BN
"/ ek VE) 16 |
ANRRRY AONNN SIS I
R 12 | L
N DN A AR) v, 2
10 — : e A ’4;‘5,7,’ X3

LJ.
lll /// 13

N RIS T e

0/ /i W R

o &\\\\\\w » ’( :

«vm\vm PTERTATY TR
/// 2LLY: //// 1
‘. “ N
S o //'

a
;;;;;;;;

1
\\\\\\\\\\ B} x\\\s‘ 2 8

......... AN e \\\\\w\\-
B ,,,""“ — : \\ Y &“M\m :
N ] Ny f‘ tlm-l
' o
\\\\\\‘ R \\\\\\\\\ S \\\ SN . ’\'1‘\‘ AR A,




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



